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기술명

금속 이온을 이용한 반사 방지성 실리콘 웨이퍼의 
제조 방법
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 기술개요

Ÿ 실리콘 웨이퍼의 표면의 일부 또는 전부 요철화시켜 반사 방지성 실리콘 웨이퍼를 제조하는 기술

Ÿ 활용처 : 실리콘 웨이퍼 표면 가공 기술 분야 

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 용매로 사용되는 용액은 휘발성이 높아 지속적인 
공급이 이루어져야 하므로 원료비용의 부담 및 작업 
단계의 증가

Ÿ 종래에 사용되는 용매는 환경 친화적이지 못하고, 높은 
온도에서 에칭되므로 빠른 실리콘 에칭 속도로 초기 
실리콘(Si)의 소비량이 높은 단점이 있음

Ÿ 피라미드 형태의 방향으로 표면을 요철 가공하여 
원료비용의 절감 기대

Ÿ 기존의 요철 가공의 온도보다 낮은 온도(상온 근처)에서 
반응이 가능하여 열에너지 부여에 필요한 제작비용의 
절감 가능

Ÿ 낮은 에칭 속도로 인해 실리콘 웨이퍼의 소모를 줄여 
원료비용의 절감 가능

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 실리콘 보다 낮은 전자 친화도를 가지는 금속을 
알칼리성 용매에 이온화시켜 용액을 생성

Ÿ 생성된 용액에 실리콘 웨이퍼를 접촉시켜 실리콘 
웨이퍼의 표면의 일부 또는 전부를 면으로 요철화.

Ÿ 실리콘 웨이퍼는 p-타입 실리콘, n-도프(doped) 
실리콘, 단결정 실리콘 및 다결정 실리콘으로 구성
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